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Научно-производственная фирма «Микран» осуществляет полный цикл 
разработки и производства дискретных приборов и сверхвысокочастотных 
монолитных интегральных схем (СВЧ МИС) на основе полупроводниковых 
соединений GaAs и GaN, включающий проектирование и оптимизацию 
параметров полупроводниковых эпитаксиальных гетероструктур, разработку 
технологий изготовления СВЧ МИС, создание моделей активных и пассивных 
элементов, разработку топологий СВЧ МИС, изготовление, НЧ и СВЧ тести-
рование, а также испытания СВЧ МИС на надежность.

В каталоге представлены изделия, разработанные на основе GaAs технологий 
диодов с барьером Шоттки, pin диодов и низкобарьерных диодов.

Введение
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ДИОД ШОТТКИ DS-401-01

DS-401-01 – бескорпусной GaAs диод Шоттки, предназначенный 
для работы в составе гибридно-интегральных СВЧ модулей с об-
щей герметизацией. Диод выполнен с выводом катода на метал-
лизированную обратную сторону кристалла.

Допустимые режимы эксплуатации

Обозначение Параметр Ед. измерения Значение

T
amb

Температура 
окружающей среды

°С –60...+85

U
R

Обратное напряжение, 
не более

В 8

I
F

Прямой ток, не более мА 80

     Электрические параметры (T
amb

= 25 °С)

Обозначение Параметр (режим измерения)
Ед. из-

мерения
Мин. Тип. Макс.

C
tot

Общая емкость диода (U
R
=0 В) пФ – 0,16 0,17

C
j

Емкость перехода (U
R
=0 В) пФ – 0,07 0,08

R
S

Последовательное сопротивление 
потерь (I

F
=10 мА)

Ом – 4,0 5,0

U
F

Прямое напряжение (I
F
=1 мА) В 0,67 0,7 0,73

U
R

Обратное напряжение (I
R
=10 мкА) В 9 10 –

	

Обозначение Ед. измерения Значение

C
P

пФ 0,09

C
j

пФ 0,07

R
P

Ом 1,2

n – 1,10

I
S

А 1,4x10-14

    Параметры модели диода (T
amb

= 25 °С)
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       Типовые характеристики (T
amb

= 25 °С)

Габаритные и присоединительные размеры

Размер Мин. Ном. Макс. Ед. изм.

A 450 470 490

мкм
B 450 470 490

C 320 335 350

D – 0,5B –

E 95 100 105

Размер контактной площадки 200x110 мкм.

Анод: контактная площадка на лицевой стороне кристалла.

Катод: металлизированная обратная сторона кристалла.

Рекомендации по монтажу

Кристалл монтируется на предварительно очищенную и обезжиренную подложку металлизирован-
ной обратной стороной методом приклеивания с помощью электропроводного клея. На подложку 
следует наносить минимальное количество (дозу) электропроводного клея так, чтобы после позици-
онирования и установки кристалла клей выступал вокруг всего периметра кристалла (или не менее 
чем с трех сторон) в виде тонкого пояска. Режимы полимеризации (отверждения) клея должны со-
ответствовать требованиям, установленным производителем клея.

Присоединение выводов к контактной площадке кристалла рекомендуется выполнять методом тер-
мозвуковой или термокомпрессионной сварки золотой проволокой диаметром 25-30 мкм. Длина 
проволочных перемычек, соединяющих контактные площадки кристалла и подложки, должна быть 
минимальной.

ВНИМАНИЕ: прибор чувствителен к воздействию электростатического разря-
да. При монтаже соблюдайте требования по защите от статического электри-
чества по ОСТ 11 073.062-2001.
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ДЕТЕКТОРНЫЙ ДИОД ZB-27

ZB-27 – бескорпусной GaAs диод с балочными выводами, пред-
назначенный для работы в составе гибридно-интегральных СВЧ 
модулей с общей герметизацией. Применяется в схемах де-
текторов мощности и преобразователей частоты СВЧ сигнала. 
Характеризуется высоким быстродействием, широкими дина-
мическим и частотным диапазонами преобразования сигнала, 
эффективной работой в режиме без смещения.

Допустимые режимы эксплуатации

Обозначение Параметр Ед. измерения Значение

T
amb

Температура окружающей среды °С –60...+85

U
R

Обратное напряжение, не более В 3,5

I
F

Прямой ток, не более мА 15

P
in

Входная СВЧ мощность, не более мВт (дБм) 50 (17)

       Электрические параметры (T
amb

= 25 °С)

Обозначение Параметр (режим измерения)
Ед. из-

мерения
Мин. Тип. Макс.

C
tot

Общая емкость диода фФ – 41 50

C
j

Емкость перехода фФ – 30 35

R
j

Выходное сопротивление на видео-
частоте (U

F
=0 В)

кОм 0,65 – 1,0

R
S

Последовательное сопротивление 
потерь (I

F
=10 мА)

Ом – 30 35

βU
Чувствительность по напряжению 
(f=10 ГГц, в схеме*)

мВ/мВт 250 400 –

TSS
Тангенциальная чувствительность 
(f=10 ГГц, в схеме*)

нВт 
(дБм)

– 1 (–60) –

U
F

Прямое напряжение (I
F
=1 мА) В 0,13 0,14 0,16

U
R

Обратное напряжение (I
R
=1 мА) В 1,3 1,5 –

I
R

Обратный ток (U
R
=3,5 В) мА – 10 15

ДЕ
Т

ЕК
ТО

РН
Ы

Й
 Д

И
ОД
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B-

27
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       Типовые характеристики (ВАХ - при T
amb

= 25 °С) 

Габаритные и присоединительные размеры

Размер Мин. Ном. Макс. Ед. изм.

A – 800 –

мкм

B 220 230 250

C 250 270 –

D 250 270 –

E – 160 –

F 45 55 65

G 2,5 3,0 5,0

Балочные выводы диода изготовлены из золота.

ВНИМАНИЕ: прибор чувствителен к воздействию электростатического разря-
да. При монтаже соблюдайте требования по защите от статического электри-
чества по ОСТ 11 073.062-2001.

	

Обозначение Ед. измерения VD1/VD2

С
j

мА 15 / 15

R
P

мВт (Ом) 30 / 62

n – 1,2 / 21,5

I
S

мкА 25 / 52

L нГн 0,3

C
P

пФ 0,09

    Параметры модели диода (T
amb

= 25 °С)

ДЕ
Т

ЕК
ТО

РН
Ы

Й
  Д

И
ОД

  Z
B-

27



8

Д
И

О
Д

Ы
 И

 Д
И

О
Д

Н
Ы

Е 
М

И
С

PL-1050 и PL-2100 – бескорпусные GaAs pin дио-
ды вертикальной  конструкции, предназначенные 
для работы в составе гибридно-интегральных 
СВЧ модулей с общей герметизацией в качестве 
защитного или коммутационного элемента.

Допустимые режимы эксплуатации

Обозначение Параметр
Ед. изме-

рения
Значение (PL-1050 / PL-2100)

T
amb

Температура окружающей среды °С –60...+85

U
R

Обратное напряжение, не более В 40/100

I
F

Прямой ток, не более мА 100/200

       Электрические параметры PL-1050  (T
amb

= 25 °С)

Обозначение Параметр (режим измерения)
Ед. из-

мерения
Мин. Тип. Макс.

τ Время жизни носителей заряда 
(I

F
=I

R
=10 мА)

нс – 5 –

C
tot

Общая емкость диода (U
R
=0 В) пФ – 0,15 0,17

U
F

Прямое напряжение (I
F
=10 мА) В 1,2 1,23 1,3

Θ Тепловое сопротивление °С / Вт – 150 –

PIN диоды PL-1050, PL-2100

       Электрические параметры PL-2100  (T
amb

= 25 °С)

Обозначение Параметр (режим измерения)
Ед. из-

мерения
Мин. Тип. Макс.

τ Время жизни носителей заряда 
(I

F
=I

R
=10 мА)

нс – 20 –

C
tot

Общая емкость диода (U
R
=0 В) пФ – 0,17 0,19

U
F

Прямое напряжение (I
F
=10 мА) В 1,15 1,19 1,25

Θ Тепловое сопротивление °С / Вт – 70 –

PI
N

  Д
И

ОД
Ы

  P
L-

10
50

, P
L-

21
00
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       Типовые характеристики (T
amb

= 25 °С, f=1 ГГц, P
IN

=1 мВт) 

Габаритные и присоединительные размеры PL-1050 (PL-2100)

Размер Мин. Ном. Макс. Ед. изм.

А 330 350 370

мкм
B – A –

C 40 (89) 43 (92) 46 (95)

D 85 100 110

Анод: контактная площадка на лицевой стороне кристалла.

Катод: металлизированная обратная сторона кристалла.

ВНИМАНИЕ: прибор чувствителен к воздействию электростатического разря-
да. При монтаже соблюдайте требования по защите от статического электри-
чества по ОСТ 11 073.062-2001.

Рекомендации по монтажу

Кристалл монтируется на предварительно очищенную и обезжиренную подложку металлизирован-
ной обратной стороной методом приклеивания с помощью электропроводного клея. На подложку 
следует наносить минимальное количество (дозу) электропроводного клея так, чтобы после позици-
онирования и установки кристалла клей выступал вокруг всего периметра кристалла (или не менее, 
чем с трех сторон) в виде тонкого пояска. Режимы полимеризации (отверждения) клея должны соот-
ветствовать требованиям, установленным производителем клея.

Присоединение выводов к контактной площадке кристалла рекомендуется выполнять методом тер-
мозвуковой или термокомпрессионной сварки золотой проволокой диаметром 25-30 мкм. Длина 
проволочных перемычек, соединяющих контактные площадки кристалла и подложки, должна быть 
минимальной.

PI
N

  Д
И
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Ы

  P
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00
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MD210 – монолитная интегральная схема SPST ком-
мутатора отражающего типа, изготовленная на осно-
ве технологии AlGaAs / GaAs pin диодов.

Для функционирования требуются внешние цепи 
питания.

Основные особенности:

•	 рабочий диапазон частот: 0,2...40,0 ГГц;

•	 вносимые потери: не более 0,5 дБ;

•	 изоляция вход / выход: не менее 22 дБ.

Допустимые режимы эксплуатации

Обозначение Параметр Ед. измерения Значение 

T
amb

Температура окружающей среды °С –60...+85

P
in

Входная СВЧ мощность, не более мВт 250

U
R

Обратное напряжение питания, не 
более

В 20

I
F

Прямой ток питания, не более мА 30

MD210 GaAs МИС pin-диодного СВЧ коммутатора 1x1

Управление МИС

Управление коммутатором осуществля-
ется с использованием внешних цепей 
питания согласно приведенной схеме 
коммутации МИС и таблице состояний. 
Металлизированная обратная сторо-
на кристалла является общим выводом 
МИС по СВЧ и постоянному току.

Состояние МИС Управляющий сигнал Описание состояния

CTRL 1 P2↔P1

St1 0...–20 В Малые вносимые потери

St2 +10 мА Изоляция

Схема коммутации МИСM
D2

10
 G

aA
s 

 М
И

С 
PI

N
-Д

И
ОД

Н
ОГ

О 
СВ

Ч
 К

ОМ
М

УТ
АТ

ОР
А 

1x
1

Таблица состояний

https://findsys.ru/
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       Типовые СВЧ характеристики (T
amb

= 25 °С, P
in
=1 мВт, измерения на пластине) 

Габаритные и присоединительные размеры

Размер Мин. Ном. Макс. Ед.изм.

A 560 580 600

мкм
B – 0,5A –

C 100 110 120

D 1040 1060 1080

E 90 100 110

Размер контактных площадок 100x100 мкм.

M
D2

10
 G

aA
s 

 М
И

С 
PI

N
-Д

И
ОД

Н
ОГ

О 
СВ

Ч
 К

ОМ
М

УТ
АТ

ОР
А 

1x
1
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MD210N – монолитная интегральная схема SPST ком-
мутатора неотражающего типа, изготовленная на 
основе технологии AlGaAs / GaAs pin диодов. Для 
функционирования требуются внешние цепи пита-
ния.

Основные особенности:

•	 рабочий диапазон частот: 0,2...40,0 ГГц;

•	 вносимые потери: не более 1,4 дБ;

•	 изоляция вход / выход: не менее 26 дБ.

Допустимые режимы эксплуатации

Обозначение Параметр Ед. измерения Значение 

T
amb

Температура окружающей среды °С –60...+85

P
in

Входная СВЧ мощность, не более мВт 250

U
R

Обратное напряжение питания, не 
более

В 20

I
F

Прямой ток питания, не более мА 30

MD210N GaAs МИС pin-диодного СВЧ коммутатора 1x1

Управление МИС
Управление коммутатором осуществля-
ется с использованием внешних цепей 
питания согласно приведенной схеме 
коммутации МИС и таблице состояний. 
Металлизированная обратная сторона 
кристалла является общим выводом МИС 
по СВЧ и постоянному току.

Состояние МИС Управляющий сигнал Описание состояния

  CTRL 1 CTRL 2 P2↔P1

St1        0 В	 –10 мА Малые вносимые потери

St2  +10 мА +10 мА Изоляция

Схема коммутации МИС

M
D2

10
N

 G
aA

s 
 М

И
С 

PI
N

-Д
И

ОД
Н

ОГ
О 

СВ
Ч

 К
ОМ

М
УТ

АТ
ОР

А 
1x

1

Таблица состояний

https://findsys.ru/
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       Типовые СВЧ характеристики (T
amb

= 25 °С, P
in
=1 мВт, измерения на пластине) 

Габаритные и присоединительные размеры

Размер Мин. Ном. Макс. Ед.изм.

A 100 110 120

мкм

B 920 940 960

C 300 310 320

D 120 110 140

E 1090 1110 1130

F 595 605 615

G 90 100 110

Размер контактных площадок 100x100 мкм.

M
D2

10
N

 G
aA

s 
 М

И
С 

PI
N

-Д
И

ОД
Н

ОГ
О 

СВ
Ч

 К
ОМ

М
УТ

АТ
ОР

А 
1x

1
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MD211 – монолитная интегральная схема SP2T ком-
мутатора отражающего типа, изготовленная на осно-
ве технологии AlGaAs / GaAs pin диодов.

Для функционирования требуются внешние цепи пи-
тания.

Основные особенности:

•	 рабочий диапазон частот: 0,2...40,0 ГГц;

•	 вносимые потери: не более 0,6 дБ;

•	 изоляция вход / выход: не менее 36 дБ.

Допустимые режимы эксплуатации

Обозначение Параметр Ед. измерения Значение 

T
amb

Температура окружающей среды °С –60...+85

P
in

Входная СВЧ мощность, не более мВт 250

U
R

Обратное напряжение питания, не 
более

В 20

I
F

Прямой ток питания, не более мА 30

MD211 GaAs МИС pin-диодного СВЧ коммутатора 1x2

Управление МИС

Управление коммутатором осуществляется с ис-
пользованием внешних цепей питания согласно 
приведенной схеме коммутации МИС и таблице 
состояний. Металлизированная обратная сторона 
кристалла является общим выводом МИС по СВЧ и 
постоянному току.

Схема коммутации МИС

Состояние МИС Управляющий сигнал Описание состояния

          CTRL 1	   CTRL 2 P2↔P1                             P3↔P1

St1          –10 мА	 +10 мА
Малые вносимые

 потери                 
  Изоляция

St2          +10 мА	 –10 мА Изоляция               
Малые вносимые 

потери
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Таблица состояний

https://findsys.ru/
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       Типовые СВЧ характеристики (T
amb

= 25 °С, P
in
=1 мВт, измерения на пластине) 

Габаритные и присоединительные размеры

Размер Мин. Ном. Макс. Ед.изм.

A 90 100 110

мкм

B 760 780 800

C 290 300 310

D 90 100 110

E 1070 1090 1110

F – 0,5E –

G 90 100 110

Размер контактных площадок 100x100 мкм.
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MD212 – монолитная интегральная схема SP3T коммута-
тора отражающего типа, изготовленная на основе техно-
логии AlGaAs / GaAs pin диодов.

Для функционирования требуются внешние цепи пита-
ния.

Основные особенности:

•	 рабочий диапазон частот: 0,2...40,0 ГГц;

•	 вносимые потери: не более 0,65 дБ;

•	 изоляция вход / выход: не менее 37 дБ.

Допустимые режимы эксплуатации

Обозначение Параметр Ед. измерения Значение 

T
amb

Температура окружающей среды °С –60...+85

P
in

Входная СВЧ мощность, не более мВт 250

U
R

Обратное напряжение питания, не 
более

В 20

I
F

Прямой ток питания, не более мА 30

MD212 GaAs МИС pin-диодного СВЧ коммутатора 1x3

Управление МИС

Управление коммутатором осуществляется с ис-
пользованием внешних цепей питания согласно 
приведенной схеме коммутации МИС и таблице 
состояний. Металлизированная обратная сторона 
кристалла является общим выводом МИС по СВЧ и 
постоянному току.

Схема коммутации МИС

Состоя-
ние МИС

Управляющий сигнал Описание состояния

CTRL 1 CTRL 2 CTRL 3 P2↔P1 P3↔P1 P4↔P1

St1 –10 мА +10 мА +10 мА
Малые вносимые 

потери
Изоляция Изоляция

St2 +10 мА –10 мА +10 мА Изоляция
Малые вносимые 

потери
Изоляция

St3 +10 мА +10 мА –10 мА Изоляция Изоляция
Малые вносимые 

потери
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Таблица состояний

https://findsys.ru/
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       Типовые СВЧ характеристики (T
amb

= 25 °С, P
in
=1 мВт, измерения на пластине) 

Габаритные и присоединительные размеры

Размер Мин. Ном. Макс. Ед.изм.

A 90 100 110

мкм

B 1040 1060 1080

C 565 575 585

D 90 100 110

E – B –

F – 0,5E –

G 90 100 110

Размер контактных площадок 100x100 мкм.
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MD213 – монолитная интегральная схема SP4T коммута-
тора отражающего типа, изготовленная на основе техно-
логии AlGaAs / GaAs pin диодов.

Для функционирования требуются внешние цепи пита-
ния.

Основные особенности:

•	 рабочий диапазон частот: 0,2...40,0 ГГц;

•	 вносимые потери: не более 0,8 дБ;

•	 изоляция вход / выход: не менее 36 дБ.

Допустимые режимы эксплуатации

Обозначение Параметр Ед. измерения Значение 

T
amb

Температура окружающей среды °С –60...+85

P
in

Входная СВЧ мощность, не более мВт 250

U
R

Обратное напряжение питания, не 
более

В 20

I
F

Прямой ток питания, не более мА 30

MD213 GaAs МИС pin-диодного СВЧ коммутатора 1x4

Управление МИС

Управление коммутатором осуществляется с ис-
пользованием внешних цепей питания согласно 
приведенной схеме коммутации МИС и таблице 
состояний. Металлизированная обратная сторона 
кристалла является общим выводом МИС по СВЧ и 
постоянному току.

Схема коммутации МИС

Состояние 
МИС

Управляющий сигнал Описание состояния

CTRL 1 CTRL 2 CTRL 3 CTRL 4 P2↔P1 P3↔P1 P4↔P1 P5↔P1

St1 –10 мА +10 мА +10 мА +10 мА
Малые вносимые 

потери
Изоляция Изоляция Изоляция

St2 +10 мА –10 мА +10 мА +10 мА Изоляция
Малые вносимые 

потери
Изоляция Изоляция

St3 +10 мА +10 мА –10 мА +10 мА Изоляция Изоляция
Малые вносимые 

потери
Изоляция

St4 +10 мА +10 мА +10 мА –10 мА Изоляция Изоляция Изоляция
Малые вносимые 

потери
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Таблица состояний

https://findsys.ru/
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Типовые СВЧ характеристики (T
amb

= 25 °С, P
in
=1 мВт, измерения на пластине) 

Габаритные и присоединительные размеры

Размер Мин. Ном. Макс. Ед.изм.

A 90 100 110

мкм

B 1010 1030 1050

C 595 605 615

D 95 105 115

E 390 400 410

F 1230 1250 1270

G 440 445 450

H – 0,5F –

J 90 100 110

Размер контактных площадок 100x100 мкм.
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MD214 – монолитная интегральная схема SP5T коммутато-
ра отражающего типа, изготовленная на основе технологии 
AlGaAs / GaAs pin диодов.

Для функционирования требуются внешние цепи питания.

Основные особенности:

•	 рабочий диапазон частот: 0,2...40,0 ГГц;

•	 вносимые потери: не более 1,2 дБ;

•	 изоляция вход / выход: не менее 37 дБ.

Допустимые режимы эксплуатации

Обозначение Параметр Ед. измерения Значение 

T
amb

Температура окружающей среды °С –60...+85

P
in

Входная СВЧ мощность, не более мВт 250

U
R

Обратное напряжение питания, не 
более

В 20

I
F

Прямой ток питания, не более мА 30

MD214 GaAs МИС pin-диодного СВЧ коммутатора 1x5

Управление МИС

Управление коммутатором осуществляется с ис-
пользованием внешних цепей питания согласно 
приведенной схеме коммутации МИС и таблице 
состояний. Металлизированная обратная сторона 
кристалла является общим выводом МИС по СВЧ и 
постоянному току.

Схема коммутации МИС

Состо-
яние 
МИС

Управляющий сигнал Описание состояния

CTRL 1 CTRL 2 CTRL 3 CTRL 4 CTRL 5 P2↔P1 P3↔P1 P4↔P1 P5↔P1 P6↔P1

St1 –10 мА +10 мА +10 мА +10 мА +10 мА
Малые вноси-

мые потери
Изоляция Изоляция Изоляция Изоляция

St2 +10 мА –10 мА +10 мА +10 мА +10 мА Изоляция
Малые вноси-

мые потери
Изоляция Изоляция Изоляция

St3 +10 мА +10 мА –10 мА +10 мА +10 мА Изоляция Изоляция
Малые вноси-

мые потери
Изоляция Изоляция

St4 +10 мА +10 мА +10 мА -10 мА +10 мА Изоляция Изоляция Изоляция
Малые вноси-

мые потери
Изоляция

St5 +10 мА +10 мА +10 мА +10 мА –10 мА Изоляция Изоляция Изоляция Изоляция
Малые вноси-

мые потери
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Таблица состояний

https://findsys.ru/
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Типовые СВЧ характеристики (T
amb

= 25 °С, P
in
=1 мВт, измерения на пластине) 

Габаритные и присоединительные размеры

Размер Мин. Ном. Макс. Ед.изм.

A 90 100 110

мкм

B 315 325 335

C 1110 1130 1150

D 450 455 460

E – A –

F – 0,5G –

G 1190 1210 1230

H – 0,5G –

J 90 100 110

Размер контактных площадок 100x100 мкм.
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MD215 – монолитная интегральная схема SP2T комму-
татора отражающего типа, изготовленная на основе 
технологии AlGaAs / GaAs pin диодов. Для функциони-
рования не требуются внешние цепи питания.

Основные особенности:

•	 рабочий диапазон частот: 4...27 ГГц;

•	 вносимые потери: не более 1,3 дБ;

•	 изоляция вход / выход: не менее 40 дБ.

Допустимые режимы эксплуатации

Обозначение Параметр Ед. измерения Значение 

T
amb

Температура окружающей среды °С –60...+85

P
in

Входная СВЧ мощность, не более мВт 250

U
R

Обратное напряжение питания, не 
более

В 20

I
F

Прямой ток питания, не более мА 30

Управление МИС

Управление коммутатором осуществляется с использованием внешних цепей питания согласно 
приведенным схемам коммутации МИС и таблице состояний. Металлизированная обратная сторона 
кристалла является общим выводом МИС по СВЧ и постоянному току.

Схемы коммутации МИС

MD215 GaAs МИС pin-диодного СВЧ коммутатора 1x2 
c интегрированными цепями управления
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Вариант 1 - С подключением внешнего 

токозадающего резистора
Вариант 2 - С подключением интегрированного 

токозадающего резистора R = 60 Ом 

Состояние МИС Управляющий сигнал Описание состояния

CTRL 1 CTRL 4 P2↔P1 P3↔P1

St1 –10 мА +10 мА Малые вносимые потери Изоляция

St2 +10 мА –10 мА Изоляция Малые вносимые потери

Таблица состояний

https://findsys.ru/
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ЯТиповые СВЧ характеристики (T
amb

= 25 °С, P
in
=1 мВт, измерения на пластине с учетом монтажа) 

Габаритные и присоединительные размеры

Размер Мин. Ном. Макс. Ед.изм.

A 440 450 460

мкм

B 1310 1330 1350

C 90 100 110

D 125 135 145

E 445 450 455

F 1800 1820 1840

G 515 520 525

H – D –

J 115 125 135

K 780 785 790

L 90 100 110

Размер контактных площадок портов 

P1...P3: 150x150 мкм, CTRL1...CTRL4: 

100x100 мкм.
Монтаж МИС

Монтаж данной МИС осуществляется согласно приведенному ниже рисунку.
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MD216 – монолитная интегральная схема SP3T коммутато-
ра отражающего типа, изготовленная на основе технологии 
AlGaAs / GaAs pin диодов.

Для функционирования  не требуются внешние цепи пита-
ния.

Основные особенности:

•	 рабочий диапазон частот: 4...27 ГГц;

•	 вносимые потери: не более 1,1 дБ;

•	 изоляция вход / выход: не менее 39 дБ.

Допустимые режимы эксплуатации

Обозначение Параметр Ед. измерения Значение 

T
amb

Температура окружающей среды °С –60...+85

P
in

Входная СВЧ мощность, не более мВт 250

U
R

Обратное напряжение питания, не 
более

В 20

I
F

Прямой ток питания, не более мА 30

Управление МИС

Управление коммутатором осуществляется с использованием внешних цепей питания согласно 
приведенным схемам коммутации МИС и таблице состояний. Металлизированная обратная сторона 
кристалла является общим выводом МИС по СВЧ и постоянному току.

Схема коммутации МИС

MD216 GaAs МИС pin-диодного СВЧ коммутатора 1x3 
c интегрированными цепями управления

Вариант 1 - С подключением внешнего 
токозадающего резистора

Вариант 2 - С подключением интегрированного 
токозадающего резистора R = 60 Ом 

Состоя-
ние МИС

Управляющий сигнал Описание состояния

CTRL 3 CTRL 4 CTRL 5 P2↔P1 P3↔P1 P4↔P1

St1 –10 мА +10 мА +10 мА
Малые вносимые 

потери
Изоляция Изоляция

St2 +10 мА –10 мА +10 мА Изоляция
Малые вносимые 

потери
Изоляция

St3 +10 мА +10 мА –10 мА Изоляция Изоляция
Малые вносимые 

потери
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Таблица состояний

https://findsys.ru/
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Типовые СВЧ характеристики (T
amb

= 25 °С, P
in
=1 мВт, измерения на пластине с учетом монтажа)

Габаритные и присоединительные размеры

Размер Мин. Ном. Макс. Ед.изм.

A 100 110 120

мкм

B 800 805 810

C 1840 1860 1880

D 115 125 135

E 95 105 115

F 155 165 175

G 90 100 110

H – C –

J 140 150 160

K – D –

L 130 140 150

M 345 350 355

N 150 160 170

O 90 100 110

Размер контактных площадок портов 
P1...P4: 150x150 мкм, CTRL1...CTRL5: 
100x100 мкм.

Монтаж МИС
Монтаж данной МИС осуществляется 
согласно приведенному рисунку.
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MD405 – монолитная интегральная схема пассивного 
двухкаскадного ограничителя мощности СВЧ, изготов-
ленная на основе технологии AlGaAs / GaAs pin диодов.

Для функционирования  не требуется внешнее питание.

Основные особенности:

•	 рабочий диапазон частот: 3...25 ГГц;

•	 вносимые потери: не более 1,4 дБ;

•	 выходная СВЧ мощность: не более 100 мВт;

•	 интегрированные конденсаторы по входу / выходу.

Допустимые режимы эксплуатации

Обозначение Параметр Ед. измерения Значение 

T
amb

Температура окружающей среды °С –60...+85

P
in

Входная СВЧ мощность, не более Вт 5

MD405 GaAs МИС pin-диодного ограничителя 
мощности СВЧ

Типовые СВЧ характеристики (T
amb

= 25 °С, P
in
=1 мВт, измерения на пластине с учетом монтажа) 
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Габаритные и присоединительные размеры

Размер Мин. Ном. Макс. Ед.изм.

A 525 535 545

мкм
B 1040 1060 1080

C 115 125 135

D 1370 1390 1410

E 90 100 110

Размер контактных площадок 150x150 мкм.

Монтаж МИС

Монтаж данной МИС осуществляется согласно приведенному рисунку.
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MD901 – монолитная интегральная схема детектора погло-
щаемой мощности с расширенной областью квадратичного 
детектирования, изготовленная на основе технологии низ-
кобарьерных диодов и предназначенная для работы в со-
ставе гибридно-интегральных СВЧ модулей с общей герме-
тизацией.

Для функционирования не требуется внешнее питание.

Основные особенности:

•	 рабочий диапазон частот: 0,01...50 ГГц;

•	 возвратные потери: не хуже -17 дБ.

Допустимые режимы эксплуатации

Обозначение Параметр Ед. измерения Значение 

T
amb

Температура окружающей среды °С –60...+85

P
in

Входная СВЧ мощность дБм –50...20

U
out

Выходное напряжение мВ 0,001...3500

P
max

Максимальная входная СВЧ мощность дБм 25

MD901 GaAs МИС ДЕТЕКТОРА ПОГЛОЩАЕМОЙ МОЩНОСТИ*

Типовые СВЧ характеристики (T
amb

= 25 °С, P
in
= 1 мВт, измерения на пластине с учетом монтажа) 

и динамические характеристики (T
amb

= 25°С, измерения на пластине)
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*Продается с ограничениями

https://findsys.ru/


29

Д
И

О
Д

Ы
 И

 Д
И

О
Д

Н
Ы

Е 
М

И
С

Габаритные и присоединительные размеры

Размер Мин. Ном. Макс. Ед.изм.

A 480 490 500

мкм

B 960 980 1000

C 330 340 350

D 155 160 165

E – D –

F 110 120 130

G 375 380 385

H – D –

J 1140 1160 1180

K 90 100 110

Размер контактных площадок портов 

P1: 150x150 мкм, V OUT 1...V OUT 4 и GND: 
100x100 мкм.

Монтаж МИС

Монтаж данной МИС осуществляется согласно приведенному ниже рисунку.
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MD902 – монолитная интегральная схема детекто-
ра проходящей мощности, изготовленная на основе 
технологии низкобарьерных диодов и предназна-
ченная для работы в составе гибридно-интеграль-
ных СВЧ модулей с общей герметизацией.

Для функционирования не требуется внешнее пита-
ние.

Основные особенности:

•	 рабочий диапазон частот: 0,01...50 ГГц;

•	 вносимые потери: не более 2,1 дБ.

Допустимые режимы эксплуатации

Обозначение Параметр Ед. измерения Значение 

T
amb

Температура окружающей среды °С –60...+85

P
in

Входная СВЧ мощность дБм –30...23

U
out

Выходное напряжение мВ 0,001...1500

P
max

Максимальная входная СВЧ мощность дБм 30

MD902 GaAs МИС ДЕТЕКТОРА ПРОХОДЯЩЕЙ МОЩНОСТИ*

Типовые СВЧ характеристики (T
amb

= 25 °С, P
in
= 1 мВт, измерения на пластине с учетом монтажа) M
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*Продается с ограничениями
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Типовые динамические характеристики  (T
amb

= 25 °С, P
in
= 1 мВт, измерения на пластине) 

Габаритные и присоединительные размеры

Размер Мин. Ном. Макс. Ед.изм.

A 280 290 300

мкм

B 700 720 740

C 570 580 590

D 195 205 215

E 115 125 135

F 1690 1710 1730

G 90 100 110

Размер контактных площадок портов 

P1, P2: 150x150 мкм, V OUT и GND: 100x100 мкм.

Монтаж МИС

Монтаж данной МИС осуществляется согласно приведенному ниже рисунку.
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MD903 – монолитная интегральная схема детектора по-
глощаемой мощности, изготовленная на основе техноло-
гии низкобарьерных диодов и предназначена для работы 
в составе гибридно-интегральных СВЧ модулей с общей 
герметизацией.

Для функционирования  не требуется внешнее питание.

Основные особенности:

•	 рабочий диапазон частот: 0,01...50 ГГц;

•	 возвратные потери: не хуже -12 дБ.

Допустимые режимы эксплуатации

Обозначение Параметр Ед. измерения Значение 

T
amb

Температура окружающей среды °С –60...+85

P
in

Входная СВЧ мощность дБм –50...20

U
out

Выходное напряжение мВ 0,001...3500

P
max

Максимальная входная СВЧ мощность дБм 24

MD903 GaAs МИС ДЕТЕКТОРА ПОГЛОЩАЕМОЙ МОЩНОСТИ*

Типовые СВЧ характеристики (T
amb

= 25 °С, P
in
= 1 мВт, измерения на пластине с учетом монтажа) 

и динамические характеристики (T
amb

= 25°С, измерения на пластине)
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*Продается с ограничениями
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Габаритные и присоединительные размеры

Размер Мин. Ном. Макс. Ед.изм.

A 430 440 450

мкм

B 860 880 900

C 115 125 135

D – C –

E 1140 1160 1180

F 90 100 110

G 90 100 110

Размер контактных площадок портов 

P1: 150x150 мкм, V OUT 1 и V OUT 2: 100x100 
мкм.

Монтаж МИС

Монтаж данной МИС осуществляется согласно приведенному ниже рисунку.
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РАЗРАБОТКА СВЧ МИС

Разработчики НПФ «Микран» готовы рассмотреть возможность оказания 
следующих услуг организациям:
•	 Разработка СВЧ МИС линейных и нелинейных устройств (усилителей 

различных классов, смесителей и умножителей частоты, аттенюаторов, 
фазовращателей, переключателей, пассивных схем) на основе различных 
технологических процессов.

•	 Моделирование устройств, включая электродинамический анализ.
•	 Разработка топологий СВЧ МИС в соответствии с определенным 

технологическим процессом по заданной схемотехнической реализации.
•	 Создание библиотек элементов СВЧ МИС для различных технологических 

процессов.
•	 Измерение вольт-амперных характеристик нелинейных элементов на 

пластине.
•	 Измерение малосигнальных параметров рассеяния в диапазоне частот до 

67 ГГц на пластине.
•	 Измерение шумовых и мощностных параметров (Load Pull) транзисторов в 

диапазоне частот до 20 ГГц на пластине.

Контакты:
По вопросам поставок:
начальник НПК «Микроэлектроника»
Шестериков Евгений Викторович
Тел. (3822) 90-00-29 доб. 225
E-mail: evgen@micran.ru

По вопросам разработки:
начальник дизайн-центра
Кондратенко Алексей Владимирович
Тел. (3822) 90-00-29 доб. 153
E-mail: alkon@micran.ru
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НПФ «Микран» принимает заказы на изготовление изделий микроэлектроники 
по техническому заданию заказчика:
•	 Монолитных интегральных схем и пассивных схем на полуизолирующих 

GaAs подложках.
•	 Гибридных интегральных схем. При изготовлении гибридных интегральных 

схем  используются поликоровые подложки отечественного и импортного 
производства толщиной 0.127, 0.25, 0.5 и 1.0 мм, ситалл, нитрид алюминия, 
ниобат лития, кварц и др.

•	 Гермовводов и герметичных СВЧ разъемов на основе металлостеклянного 
спая стекла марки С52-1 и ковара для применения в радиоэлектронной 
аппаратуре.

•	 Бескаркасных катушек индуктивности из золотой проволоки диаметром 
       50 мкм с заданными номиналами для использования в СВЧ-тракте.
•	 Стеклянных фотошаблонов размерами 102х102 и 127х127 мм (покрытие 

на основе оксида железа, хрома) с минимальным размером элементов 
топологии 4,0 мкм.

•	 Кварцевых фотошаблонов  размером 127х127 (покрытие на основе хрома) 
с минимальным размером элементов топологии 0,5 мкм.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Контакты:
начальник НПК «Микроэлектроника»
Шестериков Евгений Викторович
Тел. (3822) 90-00-29 доб. 225
E-mail: evgen@micran.ru

Начальник производственного отдела ГИС НПК «Микроэлектроника»
Дмитриева Елена Александровна
Тел.: (3822) 488-269
E-mail: dsea@micran.ru



ЗАО «Научно-производственная фирма «Микран»

пр. Кирова 51 а, стр. 14, 634041, Россия

Телефон: (3822) 90-00-29 (автосекретарь), 41-34-03, 41-34-06

e-mail: mic@micran.ru     

www.micran.ru

Представительство ЗАО «НПФ «Микран»

Электрический переулок, дом 3/10 строение 3, Москва, 123557

Телефон: +7 (495) 660-3-650

e-mail: msk@micran.ru

Для получения актуальной информации об условиях поставки 
обращайтесь по указанным телефонам и адресам. 

НПФ «Микран» оставляет за собой право коррекции 
обнаруженных ошибок, изменения информации, 
содержащейся в каталоге, без предварительного уведомления.


